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Целью работы является ознакомление с  принципом дей- 
ствия биполярного транзистора, снятие и анализ входных и вы- 
ходных характеристик биполярного транзистора,  включенного 
по схеме с общей базой (ОБ) и с общим эмиттером (ОЭ).

Схема  для  снятия  входных  характеристик  исследуйте 
тран- зистор  КТ502,  схема  включения  с  ОБ  которого 
представлена на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Схема для снятия входных характеристик транзистора с ОБ

Рис. 3.4. Схема для снятия входных характеристик с параметрами рези- 
сторов R1 = 10 кОм, R2 = 50 кОм, R3 = 100 Ом и диапазоном измерения 
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Рис. 3.5. Схема для снятия входных характеристик с параметрами 
резисторов R1 = 1 кОм, R2 = 1 кОм, R3 = 100 Ом и диапазоном 
измерения PV2 – 20 В

Таблица 3.1. Результаты измерений для построения зависимости Iэ = f(Uэб) 
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К пункту 3
3.1. Для снятия выходных характеристик исследуйте тран- 

зистор КТ502, схема включения с ОБ которого представлена на 
рис. 3.6.

Рис. 3.6. Схема для снятия выходных характеристик транзистора с ОБ

Таблица 3.4. Результаты измерений для построения зависимости Iк = f(Uкб) при Iэ 

= 0,1 мА
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3.2. Снимите   выходную   характеристику   транзистора 
Iк = f(Uкб) при Iэ = 5 мА. Для этого измените номиналы резисто- 
ров R1 и R2 согласно схеме, представленной на рис. 3.9.

Рис. 3.9. Схема для снятия выходных характеристик транзистора 
с номиналами R1 = 1 к и R2 = 1 к

Таблица 3.7. Результаты измерений для построения зависимости Iк = f(Uкб) 
при Iэ = 5 мА
Uкб, В -0,7 -0,6 -0,5 -0,3 -0,1 0 1 3 5

Iк, мА 2,74 5,0 5.27 5.28 5.28 5.29 5.3 5.31 5.33
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